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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми, з початку 60-х років; коли були створені 

перші промислові зразки метал-ліелектрик-напівпровілник <илн> тран­

зисторів та інтегральних схем (IC) на МЛН транзисторах, відбулися 

значні еволюційні зміни їх конструкції і технологи виробництва. 

Особливо інтенсивний розвиток набули інтегральні схеми на МЛН тран­

зисторах. які відзначаються швидкодією, малою питомою потужністю. 

високим ступенем *нтеграші. питанням використання дискретних МЛН 

транзисторів до недавньою, часу не приділялось достатньої уваги.

I

He дивлячись на такі явні переваги МДН транзисторів, як стійкість 

до вторинного пробою, негативний температурний к о є ф іи іс н т  о п о р у . 

простота керування, промислове виробництво їх було налагоджено в 

світі тільки на печатку 80-х років.

тільки із створенням так званих МДН транзисторів з подвійною 

д ифузією  (ПМЛН) вдалося отримати прилади, які можна порівняти з біпо­

лярними транзисторами за величиною с т р у м ів  і напруг, по переми­

каються. але СУТТЄВО перевершуючих їх по швидкості переключення.

Подальше удосконалення к о н с т р у к ц ії  п о т у ж н и х  МВЯ транзисторів 

с однією з найбільш актуальних проблем Фізики напівпровідникових 

приладів, в з в 'я зк у  з постійним зростанням вимог до їх параметрів 

та надійності.

існують Різноманітні конструкції і технологічні процеси виготов­

лення потужних КЯН тиаизжгторів. кожний з яких мас свої переваги і не­

доліки. Аналіз в и п г  ао шпиталів, а також конструктивно-технологічних 

рівень, ш© в и к о р* гто* т * т ьс я  для їх виготовлення, дають можливість 

оптйжізунати коястрпий* і технологічний процес виготовлення ПМДН тран­

зисторів. н  проегееі от тп за и іі  вирішується цілий комплекс проблем:

і. Розробляється к о н с т р у к ц ія  приладу, яка дозволяє отримати за­

лаяний о п ір  в в ід к р и т о м у  стані п р и  мінімальній іглош кристалу і може 

«зтгш дапвшяаяа за логгоипгою п ро с т о г о  технологічного процесу.



2. Розробляється математична модель приладу, яка лас можливість 

оптимізувати його геометрію з точки з о р у  одержання мінімального зна­

чення добутку опору в в і д к р и т о м у  стані на площу кристалу.

3. Порівнюються р і з н і  варіанти к о н с т р у к ц і й  високовольтних пере­

ходів і вибирається найбільш технологічна к о н с т р у к ц і я  р -п переходу, 

шо задовільняе задані значення граничних напруг. Пр и  ц ь о м у  особлива 

увага приділяється надійності і стабільності параметрів високовольт­

ного р-п переходу.

4. Обирається матеріал, на основі якого виготовляється прилад. 

Найчастіше не багатошарова кремнісоа структура.^ деяких випадках 

можуть використовуватись г є т є р о с т р у к т у р и ), в багатьох випадках ви­

користовувався монокристалічний кремній, який є найбільш с т р у к т у р н о  

досконалим і дешевим.

Мета роботи - розробка конструктивно-технологічної бази для 

виготовлення високовольтних МДН транзисторів з пробивними напругами 

від 60 до 1000 В. оптммізашя їх геометри і розробка методів під­

вищення пробивної напруги та стабільності їх роботи.

В дисертації вирішувались наступні основні задачі:

1. Розробка технологічної к о н с т р у к ц і ї  ПМДН транзистора з високою 

г у с т и н о ю  упаковки елементарних к о м і р о к .

2. Розробка математичних моделей. Оптимізашя геометри приладів, 

розроблених на базі математичних моделей.

3. Вибір методів досягнення максимальних напруг пробою високовольт­

них МДН транзисторів і забезпечення пробивної напруги та с т р у м і в  ви­

тікання стоку приладів.

4. Розробка методів підвищення техник.о-економічних показників вироб­

ництва високовольтних ПМДН транзисторів за рахунок використання моно- 

кристалічного кремнію замість двошарових с т р у к т у р .

Наукова новизна роботи полягає- в т о м у , щ о  в  н і й :

і. Розроблена Фізико-математична модель елементарної к о м і р к и  

ПМДН транзистора з відпаленими контактами в и т о к у , ш о  д о з в о л я є  в'ра-
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хувати вплив о п о р у  в и т о к о в и х  областей на п  о п і р  в  в і д к р и т о м у  стані. 

До с л іж є н и й  вплив електрофізичних і к о н с т р у к т и в н и х  параметрів в и т о к у  

на  о п і р  п о т у ж н и х  транзисторів.

2. Досліджений вплив п р о ф і л і в  поверхневого підлегування високо- 

омних стокових областей ПМДН т р у к т у р и  на пробивні напруги. Показано, 

шо вибором лози підлегування домішками ф о с ф о р у  вздовж периметру иих 

областей можна підвищити пробивні напруги стокового р-п переходу та 

зменшити й м о в і р н і с т ь  катастрофічних пошкоджень підзатворного діе­

лектрика.

3. Досліджений механізм зниження пробивних напруг високово­

льтних транзисторів з обмежувальними кільцями 1 запропонований 

спосіб стабілізації пробивної напруги.

4. Дослілжена можливість виготовлення потужних перемикаючих 

транзисторів з використанням мембранних с т рук тур  з монокристаліч- 

кого кремнію.

Практична значимість 1 цінність результатів роботи.

1. Розроблена к о н с т р у к ц і я  високовольтного вертикального ПМДН 

транзистора з однорівневкм розташуванням електродів витоку 1 затво­

ру, яка дозволяє отримати високу тільність упаковки елементарних 

транзисторних к о м і р о к , в и к о р и с т о в у ю ч и  технологічний процес ПРОСТІШИЙ, 

ніж у аналогічних за параметрами приладів.

2. Розроблено спосіб підвищення пробивної напруги ПМДН 

с т р у к т у р  п р и  заданому о п о р і  у  в і д к р и т о м у  стані, який складається у 

виборі р і з н о г о  р і в н я  підлегування п області с т о к у  м іж  сторонами і 

між вершинами елементарних к о м і р о к .

3. Математична модель елементарної к о м і р к и  ПМДН транзистора 1 

методика вибору її оптимальних геометричних р о з м і р і в , дозволили на 

20 - 25¾ зменшити площу кристалу р я д у  приладів.

4. Розроблена к о н с т р у к ц і я  виготовлення високовольтних 

транзисторів в монокристалічних к р є м н і с в и х  мембранах замість
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двошарових с т р у к т у р , розроблений технологічний процес створення 

кремнієвих мембран, який добре с т и к у є т ь с я  з іс н у ю ч и м  процесом 

виготовлення ПМДН транзисторів.

5. Проведено аналіз п р и ч и н  зменшення пробивної напруги 

високовольтного ПМДН транзистора з обмежувальними кільцями п р и  

захисті й го поверхні діелектричними плівками, запропоновано спосіб 

нанесення додаткового шару двоокису кремнію, шо забезпечує 

стабільність пробивної напруги п р и  захисті поверхні приладу.

6. Розроблений на базі високовольтного ПМДН транзистора 

стабілізатор с т р у м у  і стійка до перешкод схема живлення KMOH схем в 

телефонних апаратах.

Основні положення, шо виносяться На захист.

1. Аналітичний вираз для розрахунку о п о р у  с т ік -в и т ік  елемен­

тарної к о м ірк и  ПМДН транзисторної с т р у к т у р и  з віддаленими контакта­

ми в и т о к у , який дозволяє оптимізувати к о н с т ру к ц ію  приладу.

2. Максимальна густина упаковки елементарних к о м іро к  ПМДН 

с т р у к т у р и  досягається полосковою  геометрією витокових областей.

3. оптимальні режими підлегування області сто к у  високоволь­

тного ПМДН транзистора Домішками ф о с ф о р у  дають можливість підвищити 

пробивні напруги приладу.

4. Нова технологія виготовлення високовольтних ПМДН транзисто­

рів з використанням мембранних с т р у к т у р  із монокристалічного кремнію.

Особистий внесок дисертанта, основні результати та висновки 

дисертації отримані автором. Постановка завдань та обговорення ре­

зультатів були виконані спільно з науковим керівником.

Апробація роботи. Основні результати дисертації доповідались на:

1. Другій науково-технічній конференції "Материаловедение халько- 

генилных И КИСЛ0Р0Д0С одёржаших ПОЛУПРОВОДНИКОВ" (Чернівці 1986Р.)

2. Науково-технічній конференції "Новые технологические процессу, 

обеспечивающие прогресс производства п о л у п р о в о д н и к о в м к  приборов и интег­

ральных схсм и повышения их надежности" (Чернівці І986Р.)
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3. Науково-технічній конференції присвяченої 120Р1ЧЧІ) черні­

вецького Університету (Чернівці 1995P.)

4. Науково-технічних ралах В.О."Гравітон" (Чернівці 19Є4-

1994Р.)

5. матеріали роботи використовувались автором в лекціях, 

прочитаних на Фізичному Факультеті ЧЛУ в 1992-1994 р.

Структура дисертації. Робота складається із в с т у п у , пяти 

глав, в и с н о в к у , .переліку використаної літератури, т р ь о х  додатків.

КОРОТКИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У в с т у п і  показана актуальність роботи. її мета і задачі; 

сформульовані наукова новизна і практична цінність отриманих ре­

зультатів. Наведеш основні положення, то виносяться на захист.

в першій главі наведені основні вимоги де по ту ж н и х  переми­

каючих МЛН транзисторів і проаналізовані Фізичні явиша, шс п р и ­

зводять  до пробою г-п переходу стоку, пробою змиканням, в т о р и н ­

н ого  пробою, пробою діелектрика затвору, обмежують с т р у м .

Проведено аналітичний огляд робіт, в яких розглядаються к о н с т р у к ­

ції п о т у ж н и х  МЛН транзисторів. Із огляду випливає, шо найкрашими 

технічними характеристиками серед іс н ую чи х  к о н с т р у к ц ій  відзнача 

ються ПМДН та VMflH транзистори. Вони забезпечують найбільшу г у с ­

т и н у  упаковки елементів, дозволяють отримати прилади найменшої 

плоші п р и  заданому опорі  в в ід к р и т о м у  стані 1 пробивній напрузі.

Подальший аналіз літератури дав можливість ро з г л я н у т и  ос­

новні шляхи зменшення добутку плоші кристалу на о п ір  припаду в 

в ід к ри т о м у  стані для ПМДН транзисторів. Показано, шо для транзис­

торів з відносно низькими напругами пробою (до 200В) головними 

шляхами в ц ьо м у  напрямку е зменшення ро зм ірів  к о м ір о к , зибір їх 

оптимальної ф о р м и  для забезпечення максимальної густини у п э к о е к и ; 

для більш високовольтних приладів - оптимальне підлегування обла- * 

сті с т о к у , розташованій між сус ід н ім и  комірками, досягнення напру­

ги пробою стокового р-п переходу близької до пробою ідеального
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р-п переходу.

В д р у г і й  главі наведена к о н с т р у к ц ія  вертикального пмдн тран­

зистора з віддаленими від активної частини приладу контактами в и ­

т о к у .

На малюнку і зображено Фрагмент топологи такого приладу.

Еквівалентна схема елементарної к о м ір к и  такого приладу являє 

собою ланцюг резисторів (мал 2). Розподіл с т р у м у  і напруги в цьо м у  

ланцюжку о п и суєт ьс я  рів н я н н я м  (і)

Л....=- R H ( K )

dl . *.
7 Г ~  Kz-

(1)

Рішення системи (1) з врахуванням граничних умов

uwL-0'' iWw afoInr 1,-1 ~-С
дають можливість обчислити

U(n) -  -  U c e екр(г*-ZW) ШІ'П)
U trtp ( - 2/ 1! ) їі-мрЩі) (2)

" *  ‘ —_
м ш  к „ „  іЩ Ь Ц Г )

Для пмлн транзистора з віддаленими контактами в и т о к у  можна 

записати:

D V _  R Sn*

- поверхневий о п ір  п^області в и т о к у

- ширина р-кишені

0.eW;p довжина бокової д и ф у з і ї

Rl - R ch t R о- +  R і ^ Repi

fle^ch-OniP каналу к о м і р к и  одиничної довжини

- о п ір  області збагачення к о м ірк и  одиничної дорж ини

(5)

t*



Nan І  Топології» ПИДИ транзистора з зіїшзлеиимм електродами витому
1- контакти де р-овявсгк

2-  еп»не*гарпа номірка ПКДН транзистор*
3 - області стоку!

4- частина D-об ла ск  це й о т»  бути інауновамий канал:

5 -*п  обпасті аитоиу:

6 - елеитроои витому:

7- електрод атвору
Han 2  Елементарна комррка ГМДН структури з  віддакеюии нонгттанш 
витоку іа> т а  і  еквівалентна схема И».



Rj - о п ір  області польового транзистора, керованого

р-п переходом КОМІРКИ одиничної довжини

о - опір області епітаксії комірки одиничної довжини
і

Наведені вирази ReZi1R*, R i1 Repi з врахуванням 45е моделі

РОЗПОДІЛУ СТРУМУ B CTOU1.

На базі виразів (3), (4). (5) розроблені програми ЕОМ. 

Програма OflTl дозволяє обчислити значення добутку 

п ри  заданих електрофізичних і геометричних параметрах к о м і р к и .

Програма о-.;т2 надає можливість визначити оптимальне співвід­

ношення геометричних розм ірів  комірки при  Фіксованих інших Пара­

метрах. які дають мінімальний д о о ут ок

В таблиці 1 наведені Фактичні значення добутку 

для ряду приладів, а також мінімальні значення добутку, розрахо­

вані за допомогою програми ОСТ?..

Табл. 1

Тил приладу КР1014А KP1014B КП921 КП922 ІСП704 КП936 КП950

Rc b  відкр 'Бком .

OM CM

0 . 0 8 4

S

0 ,11В 0, 0084 0 . 0 1 8 5 0, 045 3. \Л̂ 0 , 6 4

Rcs B iдк р ^Sk o m . 

о п т .Ом c m .

0 , 0 6 7 0 ,0 9 1 0 . 0 0 7 3 0 . 0 1 1 8 0 , 0 3 5 0 ,1 1 0 , 4 8

S k  о п т . . мкм 12 12 1 0 ,5 10 10 12 12

L c t  , мкм б 8 5 7 10 . 15 23

It , мкм 10 5 12 5 50 50 50 50 50

примітка: ЛЛЯ приладів КП921. КП922. КП704. КП936. КП950 З 

метою усунення можливості в т о р и н н о г о  пробою довжина комірки була 

обмежена не більше 50 мкм.

Із таблиці і вилно, що за допомогою розробленої методики 

оптимізаші геометричних розмірів елементарно: комірки можливість 

зменшити плошу кристалу ря д у  приладів на 20-40«. Bo j було ?г>о.г.ле- 

HO для мікросхеми КР10І4.
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В ш й  же главі досліджено вплив п ро ф іл ів  легування р із н и х  

д іл янок  с т о к у  на пробивні напруги. Показано, шо для запобігання 

передчасного пробою, область с то к у  між кутами елементарних к о м ір о к  

має бути легована нижче ніж область між сторонами к о м і р о к .

Виведено співвідношення концентрацій в областях між кутами і 

сторонами к о м ір о к , п ри  я ком у  пробій буде наступати одночасно по 

ВСЬОМУ периметру КОМІРКИ.

В третій главі розглядається технологічний процес виготовлен­

ня потужних пміш транзисторів, шо основані на базових технологіч­

них процесах виготовлення мдн 1C. м з р ш р у т  склаГдаеться з шести Фото- 

літограФій, двох процесів іонного легування, включає процес самосу- 

мішення на базі в ід к ри т о г о  травлення Sioj . затворна система ф о р м у ­

ється  за допомогою  окислення кремнію в п р и с у т н о с т і  х л о р у  і стабілі­

зації SlO ФосФоРносилікатним склом. Затвор алюмінієвий, виготов­

лений методом магнетронного розпилення.

Суттєвою  особливістю техпроиес-у виготовлення ПМДН транзис­

торів е погана керованість Рівнем п о ро го во і  напруги, шо пов'язано 

з нерівномірністю розпод іл у  домішок в області каналу.

запропоновано зв’язати максимальну концентрацію акиепторної 

домішки в області каналу пмлн транзистора з о пором  р  області, шо 

знаходиться між стоком і витоком транзистора. Сконструйований 

п р я м о к у т н и й  тестовий п і н ч -рє з и с т о р . Оп ір  р-області якого розрахо­

вується за виразом (6).

Rr. стр -  R sa є  Pb. ■

(61

де Rt.стр опір тестової структури (мал.З)

7сГ - ширина р-бласті 

дозжина п-області 

отримана задовільна кореляція між Rsab і пороговою  напругою

ПМДН транзистора.



Мал. 3 Тестова структура контроля Unop 

ПМДН транзисторів.
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Високовольтні прилади традиційно виготовляють в двошарових 

структурах, існую чі методи виготовлення двошарових с т р у к т у р  з тов­

щиною високоомного шару більше 50 мкм с незадовільними, через вели­

ку дефектність отриманих с т р у к т у р .

Запропонована к о н с т р у к ц ія  високовольтних приладів, шо виго­

товляються в монокристалічній крє м н іє в ій  мембрані (мал.4). Такий 

прилад не в ід різн я є ться  від  звичайних за параметрами, кристал його 

мас достатню м іц н іс т ь , о ск іл ьк и  мембрана знаходиться тільки під ак- =. 

тивною частиною приладу.

Розроблена установка травлення к рє м н іс в и х  мембран з охолод­

женням травника рід к и м  азотом, досліджена селективність травлення 

системи Si - SlOj травниками HNO3 : HF з різ н и м  співвідношенням 

компонентів.

Показано (мал.5). шо селективність травлення зростає із зро­

станням долі HNO , але п ри  ц ьо м у  зменшується швидкість травлення 

кремнію. Запропоновано для травлення мембран використовувати трав­

ники HF : HNOj = 1 : 6 п ри  температурі м інус  10-15 І1ЕЛ.

В главі четвертій досліджувалась стабільність високоволь­

тних ПМДН транзисторів. >

Прилади з пробивною напругою 400В в и к о р и с т о в у ю т ь  високоволь­

тний р-п перехід з металевою польовою обкладкою, досліджувались 

прилади двох типів: з польовою обкладкою без охоплюючого кільця

і з польовою обкладкою з кільцем.

Випробовування приладів відбувалось в к л ю човом у  режимі п р и  

частоті комутованих ім п ул ьс ів  10 Гц, скважності 2, амплітуді с т р у ­

му 0.1А. напрузі стоку 75В і температурі середовиша t=35UEJl.

Напротязі оо годин вімовило 50% приладів першої, г р у п и . Така 

нестабільність може бути пояснена міграцією негативного заряду по 

межі ро зпод іл у  SiO2 1 захисного Фоторезисту з утворенням інверсій­

ного шару на поверхні стоку, охоплююче кільце з позитивним потен­

ціалом стабілізує розпод іл  заряду по поверхні і виключає інверсію
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ПРОВІДНОСТІ.

ІСПИТИ ВПРОЛОВЖ 1000 годин підтверджують ефективність

КОНСТРУКЦІЇ.

В приладах з напругою пробою більше 400 в в и к о р и с т о в у ю т ь  

високовольтні р-п переходи з обмежувальними кільцями.

Досліджені різні варіанти захисту р-п переходу з метою одержання 

високої напруги пробою.

як захисні плівки використовували системи SlOi -ФСС. SijN4 . 

Плівка Siol OTPHMaHa термічним окисленням. ФСС - плазмохімічним 

Метолом. SljHif- розкладом моносилану в азоті при зниженому тиску.

В ус іх  випадках спостерігалась недостатня стабільність поро го вп і  

напруги, шо було пов'язано з накопиченням заряду на поверхні 

діелектрика на параметри р-п переходу, Запропонований захист прилаоу 

наступною системою:

Si - Sioi - термічний. SlO2 - ПІР0Л1ТИЧНИЙ, - ФСС.

Податковий шар п і р о л і т и ч н о г о  SiO2 Mae т о в ш и н у  о.б-о.в мкм. наносився 

пірол ізом  моносилану, відпалювався і гетерувався ф о с ф о р о м  паралельно з 

утворенням затворної системи. Сумарна товщина шару діелектрика над 

охоплюючими кільцями сягала 2,5 мкм, шо зменшило величину електричного 

поля, яке утворю ється  поверхневими зарядами.

Леградашя пробивної напруги приладів з додатковим шаром Sio^ 

в процесі пасиваші поверхні 1 іспитів не перевищувала 10*.

В главі п'ятій продемонстровано можливість використання 

високовольтного ПМЛН Ti ізистора. як стабілізатора с т р у м у  і побудова 

на базі такого стабілізатора схеми живлення KMOH IC стійкої до великих 

перепадів напруги в лінії.

• В лопатку 1 наводяться дані п ро  особистий вклад дисертанта в 

роботи, шо виконані в співавторстві.

В додатку 2 наведені програми розрахунку о п о р у  у  в ід к р и т о м у  

стані ПМЛН транзисторів з віддаленими контактами.
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В додатку 3 наводяться акти про  впровадження результатів, шо 

отримані під час виконання дисертаційної роботи в виробництво.

В висновках сформульовані основні висновки дисертаційної, роботи.

1. Розроблена нова к о н с т р у к ц ія  високовольтного ПМДН транзистора 

з віддаленими контактами витоків від активної частини приладу, яка лас 

можливість одночасно отримати високі параметри приладів і с достатньо 

технологічною.

(Авторське СВІДОЦТВО CPCP N126443?)

2. Розроблено спосіб підвищення пробивних напруг високовольтних 

Мдн транзисторів, який заключасться в піллегуванні областей між 

сторонами і вершинами с ус ід н іх  комігок різ н и м и  дозами домішки Фо сФо р у .

(Авторське СВІДОЦТВО CPCP N1258264)

3. Отримані аналітичні вирази розрахунку о п о р у  с т і к -в и т ік  МДН 

транзистора з віддаленими контактами в и т о к у  і на їх основі розроблена 

методика вибору оптимальних геометричних ро з м ірів  елементарної к о м ірк и  

такого' приладу, шо дозволило но 20-25¾ зменшити площу р я д у  приладів.

4. Розроблена технологія виготовлення високовольтних ПМДН 

транзисторів використанням базових технологічних процесів виробництва 

MOH іс. Запропонований операційний к о н т р о л ь  п о р о г о в и х  напруг 

транзисторів за дбпомогою спеціальної тестової с т р у к т у р и .

5. Розроблена к о н с т р у к ц і я  високовольтних приладів, шо 

виготовляються в монокристалічних к р є м н і є в и х  мембранах замість 

двошарових с т р у к т у р . Розроблено процес створення мембран, й к и й  добре

( с т и к у є т ьс я  з існую чим  процесом виготовлення ПМДН транзисторів

6. проведено аналіз погіршення вольт-амперНих характеристик ПМДН 

транзисторів з обмежувальними кільцями 1 з польовою обкладкою, 

запропоновано спосіб нанесення додаткового шару д в о ок и с у  к р є Мнію . шо 

забезпечус стабільність параметрів приладів.
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?. Розроблений на базі ви^ковльтного ПМЛН транзистора ста­

білізатор с т р у м у  і стійка яо перешкод схема живлення кмон IC.

0. Результати роботи впровадженні на BO "Гравітон" п р и  роз­

робці і удосконаленні інтегральних схем КРЮ14КТ1. При  цьому роз­

мір кристалу зменшений послідовно з з.?«з.?мм до 2,5 < і.Ємм і 

2,1* 1.5мм. Розроблені і впроваджені в виробництво ключові тран­

зистори КП921. КП9>'2, КП704. КП936, КП950. стабілізатор СТРУМУ 

КЖ101. виготовлено більше 45 млн. приладів.

Розроблені напівпровідникові пгилади і схема живлення KMOH 

ІС. дзволили с т з о р и т и  електронний кнопочний номеронабирач для те­

лефонних апаратів, який виготовлений в кількості 178 тис. ш т ук .
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Геллер В.И. Конструкторско-технологыческкие методы производства 
переключающих полупроводниковых приборов на основе ДМДП структур.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.27.01 - твердотельная электроника (включая
функциональную); Особливе конструкторське бюро "Рута”, 
Черновцы 1997.

В работе проведен анализ требований к переключающим приборам на 
основе ДМДП структур я путей реализации этих требований, разработана 
конструкция вертикального ДМДП транзистора, которая позволяет 
получить высокую плотность упаковки элементов, математическая модель 
такого транзистора, методика оптимизации геометрических размеров 
элементарной ячейки транзистора.
Приведены практические примеры оптимизации приборов. Разработан 
технологический процесс изготовления высоковольтных ДМДП 
транзисторов, показана возможность замены двуслойных кремниевых 
структур монокристаллическим кремнием.
Разработаны способы обеспечения стабильности пробивного напряжения 
совместимые с техпроцессом изготовления высоковольтных ДМДП 
транзисторов.
Основная часть работы состоит из 5 глав.
Объем диссертации 146 страниц, 48 рисунков, 5 таблиц, 111 наименований 
цитированной литературы.

GeIIer V.I. Constructionaly-lechnological methods of producing switched 
semiconductor devices on the base of DMOS structures.
Thesis for obtaining of the scientific degree of candidate of technical sciences, 
speciality 05.27.01 - solid-stale electronics (  including functional).
Special designing office “RYTA”, Chernivtsi, 1997.

In dissertation have been presented analysis of requires for the switched 
devices on the base of DMOS structures and ways of realisation this requires, 
construction of high voltage vertical transistor, which allows to get high 
density of elements, matchematical model of this transistor, method of 
optimization of geometric sizes of elemantary cell of transistor. Also have been 
given practical examples of devices' optimization. Was worked up the 
technological process of producing of highvoltage DMOS transistors, shown 
possibility of changing twoiayer silicon structures by monocrystaline silicon. 
In dissertation was elaborate ways of securing stability of breaking through 
voltage . compatible with technological process of producing of highvoltage 
transistors.
The main part of dissertation consist 5 chapters.
Ihesis volume: 146 pages, 48 figures, 5 tables and 111 cited literature sourses.
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